RELAZIONE

ESERCITAZIONE

Caratteristica di uscita e d’ingresso di un transistor.

OGGETTO

BJT BC 108 NPN

FORMULE

Hfe= Ic / Ib

TABELLE DEI VALORI

CARATTERISTICA DI ENTRATA

	Vbe(V)
	Ib(ma)
	Ic(mA)
	Hfe

	0.1
	0
	0
	INFINITO

	0.3
	0
	0
	INFINITO

	0.5
	0.0005
	0.006
	12

	0.6
	0.001
	0.5
	500

	0.7
	0.014
	5
	357.14

	0.8
	0.022
	8
	364

	0.9
	0.028
	10
	357.14

	1
	0.038
	15
	395

	1.1
	0.052
	20
	384


CARATTERISTICA DI USCITA

	
	Ib=0
	Ib=10nA
	Ib=20nA
	Ib=40nA
	Ib=60nA

	Vbe(V)
	Ic(nA)
	Ic(mA)
	Ic(mA)
	Ic(mA)
	Ic(mA)

	0.2
	3
	2.72
	4.77
	7.54
	3

	0.4
	6
	2.83
	5.74
	10.02
	19

	0.6
	7
	2.85
	5.9
	11.44
	22

	0.8
	9
	2.86
	5.98
	12.12
	23

	1
	11
	2.87
	6.14
	12.27
	24

	2
	21
	2.92
	6.35
	12.64
	25

	4
	40
	3.01
	6.66
	13
	26

	6
	60
	3.09
	6.89
	14.1
	28

	8
	80
	3.18
	7.14
	14.8
	30

	10
	100
	3.26
	7.48
	15.5
	33

	12
	120
	3.34
	7.69
	16.6
	36

	15
	150
	3.47
	7.75
	17.8
	39


RISULTATI

Dai grafici ottenuti abbiamo verificato che la caratteristica di un BJT è uguale a quella disegnata sul nostro libro di tecnica professionale.

STRUMENTI ED APPARECCHI

Bread board, super tester ICE, tester digitale, alimentatore stabilizzato.

RELAZIONE

I transistor bipolari o BJT(bipolar junction transistor) sono componenti provvisti di tre terminali, di emettitore(E), base(B), collettore(C). Possono essere di tipo npn e pnp a seconda del drogaggio delle tre zone che li compongono e tra loro cambia solo il verso della corrente. Per adesso noi stiamo usando solo i transistor npn 

                                                                        (C) COLLETTORE                  

                                    (B) BASE                       

                                                                        (E) EMETTITORE

La caratteristica di ingresso del’npn è la seguente

                                           

                                                      Ib(nA)
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La caratteristica di uscita del’npn è la seguente
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Nella caratteristica di ingresso il legame tra Ib e Vbe è in pratica quello esistente fra corrente e tensione in un diodo.

Nella caratteristica di uscita, invece, si riconoscono tre frecce nel grafico che stanno ad indicare:

1. Zona attiva.

2. Zona di saturazione.

3. Zona di interdizione.

La zona attiva che di solito viene usata come amplificatore. Le zone di interdizione e di saturazione vengono usate come interruttori. Infatti quando si è in zona di interdizione il circuito sarà sicuramente aperto, quando invece ci si trova nella zona di saturazione il circuito sarà chiuso. Quando il circuito è aperto la Ic=0 quindi nascerà una diversa Vce minore anche se di poco di quella normale. Invece sul collettore nascerà una corrente Ib che quasi 0. Quando il circuito è chiuso la nascerà una corrente sulla base che vale                            

        Ib=              Eb-Vbe

                                                                                                               Rb

Allora in questo caso la Vce è quasi a 0, invece la Ic è ridotta di poca dal valore iniziale.

Per polarizzazione di un transistor si intende dare dei valori adeguati alle correnti e alle tensioni.

Per polarizzare un transistor si può ricorrere in due diversi modi:

1. Metodo grafico

2. Metodo analogico

Il metodo grafico consiste nel trovarti in principio il punto di lavoro P grazie a dei manuali e poi disegnare le curve caratteristiche dei transistor (di ingresso e di uscita).

Il metodo analogico consiste nell’applicare dei dati a delle formule.

Le polarizzazioni di un transistor possono essere di vari tipi:

1. Polarizzazione automatica o di base che consiste nel risparmiare una batteria

2. Polarizzazione con il partitore che consiste nel sostituire alla resistenza di base, che in genere è molto grande, con due resistenza abbastanza piccole. Di solito la polarizzazione con il partitore è la più usata.
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Alla cortese attenzione dei professori Falà Luigi e ad Pallottini Goffredo.

Con osservanza OTTAVIO MOZZONI.
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